
Резонансно-туннельный 
диод.
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Когерентная модель
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Плотность туннельного тока имеет следующий вид:
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ВАХ вблизи резонанса узкой квантовой 
ямы при низкой температуре

( ) ( )00 EETET zz −= δ при 010 EEEE −<<−
что выполняется лучше в случае узкой квантовой 
ямы
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В случае d >> D можно пренебречь поляризацией квантовой ямы и считать что:
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Линейный рост тока будет до тех пор пока cEE >0)0(0EEVe Feth −=α
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Накопление заряда в квантовой яме
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Методы измерения ВАХ
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Плазмоны
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